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1.は じめ に
現在、精力 的 に研究 が進 められてい るグラフェンの諸特性 に関 して、ナ ノ リボン構造における端
状態 を含 む欠陥構造 のナ ノスケールでの構造特定 とそ の物性 が重要性 を帯びている。また、高品質
の大面積転写 グラフェンは、グラフェンやそれ を加 工 した グラフェン ・ナ ノ リボンな どの基礎物性
探求の試料 として、また、それ ら基礎諸物性の実デバイスへの応用展開に非常に重要であ ると考 え
られ る。 しか しなが ら、これ まで グラフェンやナ ノ リボ ンの欠陥や エ ッジ構造については、そのサ
イ ズが極端 に小 さい ことなどに より、あま り系統的に調べ られてきていない。本共 同研究 では、ナ
ノスケール で欠陥構造 な どを明 らか にす ることで、任意基板 上のよ り高品質な層数 の制御 され た大
面積転写グラフェンの創製 を目指す。
2.実 験 方法
本研究では、福井大学で独 自に開発 したグラフェンの転写プロセスを用いて、SiC基板上に形成
された大面積 グラフェンを任意基板上へ転写 した大面積転写グラフェンにつ いて、欠陥構造 とその
光学特性 に及 ぼす影響 を福井大学遠赤外領域 開発研究セ ンターが開発す る予定の世界最先端のAFM
ラマ ン分光 システムを用い ることによ りナノスケール で系統的に理解す る。
3.結 果 と考 察
本年度 は次年度以降のAFMラマ ン散乱分光装置 の本格 的導入に向けて、AFM位相像 と顕微 ラマ ン
散乱スペ ク トル との対応 関係 につ いて、SiO2/Si基板上への転写エ ピタキシャル ・グラフェン端部
にお けるDバ ン ドの偏光特性 を詳細 に調べ るこ とで、エ ッジ構造がアームチ ェアー ・エ ッジ とジグ
ザグ ・エ ッジ との組 み合わせ で構成 され てい るモデル を用いて推定が可能で あることを示 した。 し
か しなが ら、顕微 ラマ ン散乱では、1ミ ク ロン程度 の空間分解能での平均的な構造解析 しか出来 な
いため、今年度得 られた知見 を基に、さらに本共 同研究 を進 めることによ り、ナ ノスケール での端
部構造が より直接的に明 らかに され ることが期待できる。また、点欠陥状 の格子欠 陥についてもよ
り直接的な解析がな され ることが期待 され るだ けでな く、グラフェン ・ナノ リボ ンな ど種々のエ ッ
ジ解析に大 きな進展 を与 えることが期待 され る。
4.ま とめ
今年度 、大面積転写エ ピタキシャル ・グラフェンのエ ッジ構造 にたい して、AFM位相像及 び顕微
ラマ ン散乱分光法 を併用す ることで、今後 のAFMラマン散乱分光法 を用いたよ り直接的なナノスケ
ールでの解析 に有用 な知見 を得 た。
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